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A presente proposta refere-se a aquisicao de um
sistema de crescimento epitaxial a partir de feixes
moleculares (Molecular Beam Epitaxy) para o crescimento
de materiais semicondutores do grupo III-V diluidos com
materiais magnéticos para aplicacdes em estudos basicos
e nanofotonica. Este sistema de crescimento epitaxial
sera instalado no Instituto de Fisica de Sdo Carlos da
Universidade de Sdo Paulo e gerenciado pelo grupo de
Nanoestruturas semicondutoras, que, com seus membros
com mais de 15 anos de experiéncia, sera o responsavel
pelo crescimento e manutencédo do sistema. Com a
instalacdo deste sistema de crescimento epitaxial, o grupo
passard a atuar como polo de crescimento de amostras
baseadas em compostos e heteroestruturas do grupo III-V,
diluidas ou ndo com materiais magnéticos. Atualmente ha
quatro sistemas de crescimento epitaxiais instalados em
universidades e institutos de pesquisa do Estado de Sao
Paulo, sendo que nenhum destes promove o crescimento
de filmes semicondutores do grupo III-V diluidos com
materiais magnéticos. A criagdo deste polo de crescimento
de amostras serad de grande importancia para os varios
pesquisadores e grupos no Estado de Sao Paulo que
desenvolvem pesquisas baseadas nestes materiais.
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